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2. 金属水素化物のPCT曲線測定用装置の製作及びその測定

中 埜 幸 宏

〔序〕

多くの金属は,適当な温度 ･圧力下で水素ガスと反応 して金属水素化物を生成する｡ 金腐水

素化物は,水素貯蔵や蓄熱材料としての応用が期待され,研究が進められている｡ 当研究室で

は,金属水素化物の物性の研究を行 うために,金属水素化物のPCT曲線測定用装置を製作し,

実際にPCT曲線を測定した｡

〔装置〕

図 1に製作 した装置の概略図を示す｡点線で囲まれた部分が外系容器で,バルブbをはさん

で反応容器がっいている｡本実験装置の特色 としては,絶対圧計だけでなく,差圧計 も用いて

いることで,より精度の高い測定が行える｡真空ポンプは,ロータリーとディフュージョンを

用い, 5×10~61｡rrまで引けるようにしてある｡

〔実験〕

実験は,真空を原点とする定容法で行った｡本実験の前に,標準容器を用い,外系容積鴇
を決定し,次に試料の入った反応容器の空間容積 Vlを決定 したo試料はレアメタリック社に

注文し,合成されたLaNi5合金を80-120メッシュに砕いたものを用いたo次に200℃で脱

気 し,水素を60kg/cm2で導入し,活性化を行った.

pcT曲線の測定は,真空ポンプで脱気 した点を原点とし,まずバルブbを閉じ,外系容器

に水素を導入し,バルブbを開け,平衡圧を測定し,またバルブbを閉じ,外系容器に,より

高圧の水素を導入するということをくり返 して行った｡放出時は逆に外系容器の水素圧を低く

して行った｡このときの圧力,容積,試料重畳 温度よりPCT曲線が求められる｡

〔結果と考察〕

図 2,図3に結果を示す｡また図4,表 1に結果とLaNi5の文献値の比較を示すo 表 1の

-618-



修士論文題 目 ･アブス トラクト

生成熱,エントロピーは

･np(プラトー圧 )-普 -A-iR

より求めたものであり,ヒステリシスファクターは ln(Pa/P｡ )で定義される値である｡ここ

でPaは水素吸蔵時,P｡は水素放出時のプラ トー圧であるo

図 4,表 1より,結果と文献値に大きな違いがあることが明らかである｡､･この原因として,

装置によるものと,試料によるものが考えられる｡しかし,装置にっいては,考えられる誤差

が結果の違いに比べて小さいことから,原因は試料にあると考えられる｡ 試料に?いては,正

確な組成が分かっていないのだが,図 5や,Laの蒸気圧の低さより考えて,La が少な くな

っていると考えられる｡そう考えると,プラトー圧の高さや,生成熱の低さが説明される｡他

の違いについても,主な原因は,組成の Laの少ない方-のずれだと考えられるo

図1 実験装置

七

く 5c
cb
:ゝ

4)

)

套 ale
■

.一..･...5+.i

Ltt-/ iS.1'L● ′I■●●●4 .a I t5
棚 ▲ HtJty_

図 3 放出 PCT曲線の温度依存性

表 1 結果と文献値の比較
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図 2 21℃ での PCT曲線
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図4 解離圧の温度依存性

L■Nll 文政■ 暮★■

水文台1暮 (vll) I.38 0.72

JI■式 LINItHt L■Nl一HLll

生JEB AHーLJノし～L) -7.2 -6.3

エントロピー ASLdh lJL -26.0 -23.~6
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図5 40℃ での LaNiでの PCT曲線
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3. アルカリ金属グラファイ ト層間化合物の

水素吸収による電子的性質の変化

佐 藤 静 司

<序>

第 2ステージのアルカリ金属グラファイ ト層間化合物C2｡M(M-K,Rb,Cs)は,液体窒素

温度領域で水素を分子のまま可逆的に吸着し,C2｡M(H2/D2)2 という飽和化合物になる｡吸

着は,C2｡Kに比べるとC24Rb,C2｡Csのほうが, また,軽水素よりは重水素のほうが容易

におこり,より低圧で飽和するという特徴を持っ｡

当研究室でおこなわれたC2｡K,C2｡Csに対するESR ･電導特性などの測定によると,水

素吸収により伝導電子が減少し,この減少量は軽水素に比べ重水素のほうが多いという同位体

効果を示すことがわかったoそこで,私は,試料をC2｡Rbにかえ,電気抵抗,Hall効果,横

磁気抵抗効果を測定し,C2｡Rbにおける水素吸収による物性変化を研究した｡

<実験>

図 1に試料ケースとガス溜めを示す｡試料は,図のように六本の枝が出た形に加工されたH

OPGから二段炉法により合成 した｡試料の枝には,合成前に白金ペース トにより白金線をと

りつけ,外部のリー ド線を接続 し,合成後そのままで測定できるようにした｡

電気抵抗,Hall効果,横磁気抵抗効果は,一般に用いられる直流四端子法を用い,抵抗値

はデジタルマイクロオームメーター,Hall電圧は電位差計により測定した｡用いた磁場の大

きさは1.45Tで,電流に垂直,C軸に平行にかけた｡各測定は一定温度でおこなったが,電
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